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(57) Abstract : The present invention relates to an ion im-
plantation tool comprising: a chamber ENV that is connec-
ted to a pumping device VAC; a negatively biased HV sub-
strate holder PPS that is located in this chamber ENV; a de-
vice AP for providing a plasma, taking the form of a cylin-
droidal body that extends between an initial section and an
end section, this device comprising a main chamber PR pro-
vided with an ionization cell BC1, ANT1, the main chamber
PR being equipped with an orifice ING for supplying gas,
and the final section CL of said main chamber being provi-
ded with reducing means for causing loss of charge with re-
ference to the body AP. In addition, the device AP for sup-
plying plasma also comprises an auxiliary chamber AUX
placed beyond the final section, this auxiliary chamber ope-
ning into the chamber ENV at said end section.

(57) Abrégé : La présente invention concerne une machine
d'implantation ionique comprenant : - une enceinte ENV qui
est raccordée a un dispositif de pompage VAC, - un porte-
substrat PPS polarisé négativement HT qui est agencé dans
cette enceinte ENV, - un dispositit’ d'alimentation plasma
AP ayant la forme d'un corps cylindroide qui s'étend entre
une section initiale et une section terminale, ce dispositif
comportant
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une chambre principale PR pourvue d'une cellule d'ionisation BC1, ANT]1, la chambre principale PR étant munie d'un orifice ING
d'approvisionnement en gaz, la section finale CL de ladite chambre principale étant pourvue de moyens d'amoindrissement pour
créer une perte de charge par référence au corps AP. De plus, le dispositif d'alimentation plasma AP comporte également une
chambre auxiliaire AUX disposée au-dela de la section finale, cette chambre auxiliaire débouchant dans I'enceinte ENV au niveau
de ladite section terminale.



